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(57) Abstract: The aim of the invention is to improve the high-frequency characteristics of high-frequency substrates or high-fre-

& quency conductor assemblies. To achieve this, the invention provides a glass material for producing insulation layers for high-fre-

o

W

quency conductor assemblies. Said material is applied as a layer, in particular with a layer thickness ranging between 0.05 um and
5 mm, with a tangent of loss angle tand in at least one frequency range above 1 GHz of less than or equal to 70¥10*.
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(57) Zusammenfassung: Zur Verbesserung der Hochfrequenzeigenschaften von Hochfrequenz-Substraten oder Hochfrequenz-
Leiteranordnungen wird ein Glasmaterial zur Herstellung von Isolationsschichten fiir Hochfrequenz-Substrate oder Hochfrequenz
Leiteranordnungen vorgeschlagen, welches als aufgebrachte Schicht insbesondere mit einer Schichtdicke im Bereich zwischen
0,05 um bis 5 mm in zumindest einem Frequenzbereich to oberhalb von 1 GHz einen Verlustfaktor tan8 kleiner oder gleich 70#10-4
aufweist.



